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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年10月27日(2011.10.27)

【公表番号】特表2010-539710(P2010-539710A)
【公表日】平成22年12月16日(2010.12.16)
【年通号数】公開・登録公報2010-050
【出願番号】特願2010-524955(P2010-524955)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/40     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ  17/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｘ
   Ｃ２３Ｃ  16/40    　　　　
   Ｃ０７Ｆ  17/00    　　　　
   Ｃ０７Ｆ   7/00    　　　Ａ
   Ｃ０７Ｆ   7/00    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月8日(2011.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原子層成長による金属含有膜の形成方法であって、該方法は少なくとも一種の前駆体を
基板に供給することを含んでなり、該少なくとも一種の前駆体は構造が式ＩＩ：

【化１】

（式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、ＲはＣ１－Ｃ６アルキルであり、ｎは０、１、２、
３、４または５であり、ＬはＣ１－Ｃ６アルコキシである）に対応する、方法。
【請求項２】
　前記式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、Ｒはメチル、エチル又はプロピルであり、ｎは
０、１又は２であり、Ｌはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、およびブトキシからなる群
から選ばれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、Ｒはメチル又はエチルであり、ｎは１又は２で
あり、Ｌはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、およびブトキシからなる群から選ばれる、



(2) JP 2010-539710 A5 2011.10.27

請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、Ｒはメチル又はエチルであり、ｎは１であり、
Ｌはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、およびブトキシからなる群から選ばれる、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　構造が前記式ＩＩに対応する少なくとも一種の前駆体が、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯＭｅ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯＭｅ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯＭｅ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯＥｔ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯＥｔ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯＥｔ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯｉＰｒ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯｉＰｒ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯｉＰｒ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯｔＢｕ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯｔＢｕ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＯｔＢｕ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯＭｅ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯＭｅ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯＭｅ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯＥｔ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯＥｔ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯＥｔ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｉＰｒ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｉＰｒ）３、
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｉＰｒ）３、
（メチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｔＢｕ）３、
（エチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｔＢｕ）３、および
（プロピルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｔＢｕ）３

からなる群から選ばれる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　構造が前記式ＩＩに対応する少なくとも一種の前駆体が、（メチルシクロペンタジエニ
ル）Ｈｆ（ＯｔＢｕ）３および（メチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＯｔＢｕ）３から
なる群から選ばれる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記原子層成長が光原子層成長を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記原子層成長が液体注入原子層成長を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記前駆体を、酸素源のパルスと交互にパルスで基板上に成長させる、請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記酸素源がＨ２Ｏ、Ｏ２又はオゾンから選ばれる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　水素、水素プラズマ、酸素、空気、水、アンモニア、ヒドラジン類、アリルヒドラジン
類、ボラン類、シラン類、オゾン、及びこれらの組み合わせからなる群から選ばれる少な
くとも一種の適切な共反応物を成長させることをさらに含んでなる、請求項１に記載の方
法。
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【請求項１２】
　構造が前記式ＩＩに対応する少なくとも二種の前駆体を基板に供給して原子層成長で金
属含有膜を形成する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記基板に少なくとも一種の共前駆体を供給して原子層成長で混合金属膜を形成するこ
とをさらに含んでなる、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　形成される混合金属膜がハフニウム、ジルコニウム、チタン、ランタンおよびその他の
ランタニド系金属の酸化物および窒化物、並びにジルコン酸チタン酸鉛からなる群から選
ばれる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記金属含有膜がメモリーおよび／又は論理用途に使用される、請求項１に記載の方法
。
【請求項１６】
　液体注入原子層成長による金属含有膜の形成方法であって、該方法は少なくとも一種の
前駆体を基板に供給することを含んでなり、該少なくとも一種の前駆体は構造が式ＩＩＩ
：
【化２】

（式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、ＲはＣ１－Ｃ６アルキルであり、ｎは０、１、２、
３、４または５であり、Ｌはアミノであり、該アミノは独立してＣ１－Ｃ６アルキルによ
って１又は２置換されていてもよい）に対応する、方法。
【請求項１７】
　前記式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、ＲはＣ１－Ｃ６アルキルであり、ｎは０、１又
は２であり、Ｌはアミノであり、該アミノは独立してＣ１－Ｃ６アルキルによって１又は
２置換されていてもよい、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記式中、ＭはＨｆまたはＺｒであり、ＲはＣ１－Ｃ６アルキルであり、ｎは３、４又
は５であり、Ｌはアミノであり、該アミノは独立してＣ１－Ｃ６アルキルによって１又は
２置換されていてもよい、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　構造が前記式ＩＩＩに対応する少なくとも一種の前駆体が、（メチルシクロペンタジエ
ニル）Ｈｆ（ＮＭｅ２）３および（メチルシクロペンタジエニル）Ｚｒ（ＮＭｅ２）３か
らなる群から選ばれる、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　構造が前記式ＩＩＩに対応する少なくとも一種の前駆体が、基板に供給される前に溶媒
に溶解される、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　構造が前記式ＩＩＩに対応する少なくとも一種の前駆体は基板にそのままの状態で供給
される、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
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　金属含有膜を形成するのに光ＡＬＤを利用することをさらに含んでなる、請求項１６に
記載の方法。
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